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Tranzystory produkcji krajowej

Czesé |
PARAMETRY [ GHARAKTERYSTYKI

AK wiadomo tranzystor tréj-

elektrodowy (rys. 1) posiada na-
stepujace elektrody: e — emiter,
k — kolektor, b — baza.

a b
(4 K e
b b
Rys. 1. Tranzystor tréjelektrodowy
a — symbol tranzystora typu P—N—P,
b — symbol tranzystora typu N—P—N

Poniewaz tranzystory zostaly wy-
nalezione przez Amerykanéw, w li-
teraturze zagranicznej i katalogach
spotyka sie zwykle skroty oznacza-
jace elektrody wedlug oznaczen je-
zyka angielskiego, a wigec E — emi-~
tter, C — collector, B — base. Ze
wzgledu na latwo$é porownania z

"danymi zagranicznymi tranzystoréw

proponujemy przy oznaczeniach sto-
sowaé¢ symbolike miedzynarodowa
oraz spotykang w-naszej literaturze
(cykl — ,,Uklady tranzystorowe”) i
tak np. UCB — oznacza napiecie
pomiedzy kolektorem a bazg itp.

Zgodnie z zapowiedziq rozpoczynamy cykl artykuléw, omawiajgcych dane tech-

niczne, charakterystyki i przyklady
w kraju przez fabryke ;;TEWA”.

zastosowania
Dane te postuiqg naszym czytelnikom nie tylko

tranzystoréow, produkowanych

dla zapoznania sie z krajowq produkcjq tranzystoréw, ale réwniez pomoga w opra-

cowaniu wlasnych konstrukcji. Cykl

artykuléw podzielony jest na kilka czesci.

Pierwsza cze$¢ omawia parametry i charakterystyki tranzystoréw.

Objasnienia stosowanych oznaczen
znajdzie Czytelnik w nr 1/61 nasze-
g0 pisma.

Wszystkie tranzystory produkowa-
ne obecnie przez Fabryke Tranzysto-
réw ,,TEWA” sg tranzystorami ger-
manowymi warstwowymi PNP ty-
pu stopowego, wykonane w herme-
tycznej obudowie metalowej. Jezeld
nie zaznaczono inaczej, wartosci
wszystkich parametréw podano dla
t, = 25°C.

TRANZYSTORY MALEJ MOCY,
MAEREJ CZESTOTLIWOSCI
,  TG1+TG6

Dane typowe te] grupy tranzysto-
réw podane sg w nr 1 rocznika 1960
i nr 1/1961 RADIOAMATORA. W
numerze 1/61 podano doktadne cha-
rakterystyki tranzystorow TG5 i
TG6. W tym numerze uzupelnimy
charakterystykami
i TG4.

Ogdlnie biorac tranzystory tej gru-
py przeznaczone sg do pracy w ukla-
dach:

® wzmacniajgcych m. czestotli-

wosci (TG2, TG3, TG4)

tranzystory TG2

® generacyjnych (TG1, TG2)
® przelgczajgeych (multiwibrato-
ry) (TGI).

TRANZYSTOR TG2
Wymiary zewnetrzne podano nz;
rys. 2. Maksymalny ciezar wynosi
0,9 g.
Ukiad polaczen przedstawiony jest
na rys. 2.

905 Czerwona kropka ;
.

- Z
. /3
min 30 max 13

Rys. 2. Wymiary tranzystorow TG1=-TG6

I
max 6

Charakterystyki podane sg w ko-
lejnych rysunkach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Dane maksymalne
(warto$ci graniczne)

—Uchnae = 13V
—Ucmmar = 15V
—Ucgmee — Patrz rys. 7.
—Ucgumez — Patrz rys. 7.



—UEBOmee = 10 V

'—Icmaz = 10 mA

—~Iimaz = 50 mA

—Tpmaz = 11 mA /
—IgMmez = 55 mMA

""IBMm_ax = 5 mA

Pua; — batrz rys. 819

fimax = 65°C

1, = —40° < +60°C

Dane statyczne
(t, = 25°C)
—Iopo £ 15 pA przy —Upp = 5V
—Iopg £ 400 pA przy —Upgp = 5V
—Igpg £ 20 pA przy —Ugpo = 5V

Dane dynamiczne
(t, = 25°C, f =1 kHz)

Uklad OE (—Ugg = 5 V, —Ip
= 1 mA) .
= 700 = 2800 Q
£ 25,104
h218 = 20+ 80
hoge £ 100 uS i
Uklad OE (—UCE =11V, —IC =
= 0,5 mA, R, = 600 Q)

F < 30 dB
Uklad OB (—Ugg = 5 V, —Ip =
= 1mA)
fa = 300 kHz

Pite

h12e

TRANZYSTOR TG4

Wymiary zewnetrzne jak na rys. 2,
ciezar ok. 0,9 g.

Jest to tranzystor matej mocy, do
ukladéw malej czestotliwosci, cha-
rakteryzujacy sie malym wspolezyn-
‘nikiem szuméw. Moze on byé stoso-
wany w ukladach wzmacniajacych,
w ktérych wymagany jest maly po-
ziom szuméw, np. w aparatach dla
slabostyszacych.

Charakterystyki przedstawiono na
rys. 10 =~ 20.

Dane maksymalne
(warto$ci graniczne)

—UcBmax = 16 V
—UcBimax = 15 V
—UgEmax — Datrz rys. 18.
—Ucpimax — Datrz rys. 18.
—UgpoMmax = 10 V
—Icmax = 10 mA
= 50 mA
= 11 mA

= 55 mA
= 5 mA
P,.x — patrz rys. 19 i 20.
limax = 65°C
t, = —40°C =+~ +60°C)

Dane statyczne

(t, = 25°C)
—Icpo < 10 pA przy —Ugg =5 V

—Igpo < 20 pA przy —Uggg =5 V
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Rys. 3, Charakterystyki statyczne TG2 Rys. 5. Zaleznos¢ parametr6w h, od pra-
du kolektora
" .
1T st x
N /I7e przy =Uge =54,
[
10 +
=l =1mA —-X=[ rzy t:=param |
25 I P
5
) 700
2—2&?\ \:\
\ h ya
™ e =1 hzte //
7_:5 hiad
e 2267 "
05) /1
y 4
7
‘V
/
0z /
y
7
057 7 395 Gl 2 7] 7] WL

Rys. 4. Zalezno$§é parametréw h

od napiecia kolektora

Rys. 6. Zalezno$é pra

du zerowego kolek-

tora od temperatury zljcza

2
# =
\\N

g M

. \
S

“w
&

]

5

g5

- o3

j)

bl

O 7 0 Ry 1

Rys. 7. Zalezno$¢ maksymalnych napieé¢ kolektora od
opornosci zewnetrznej miedzy emiterem a baza

Dane dynamiczne
(t, =25°C, f =1 kHz)
—Iy=0,5 mA)

hie = 700 < 3500 Q
hige < 30-10-4

h21e =20 =50

hyg, < 60 S
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Rys. 8. Zaleznosé maksymalnej mocy strat od tempe-
ratury otoczenia
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Rys. 9. Zalezno$s¢ maksymalnej mocy strat od maksy.
malnego napiecia kolektora

Uklad OE (—Ugz =1V,
—Ig=05 mA, R,=600 Q)
F<10 dB

Uklad OB (—Ucg=2 V,

—Ig =05 mA), fo =300 kHz

TRANZYSTORY MALEJ MOCY,
SREDNIEJ CZESTOTLIWOSCI
TG10, TG20

Tranzystory TGI10 o mniejsze]
czestotliwosei granicznej sg przezna-
czone zasadniczo do pracy w ukla-
dach wzmacniaczy posredniej cze-
stotliwosci, a tranzystory TG20 —
do ukladdéw mieszajgeyeh i genera-
cyjnych (heterodyna). Ciezar tych
tranzystoréw nie przekracza 0,9 gra-
ma. Gléwne ich wymiary podane
sa na rys. 21. Dopuszczalne warto$ci
graniczne idla obu typéw sg iden-
tyczne,

Dane maksymalne
(warto§ci graniczne)

—UcBMmax = 15 V

_UCBmax =15V

—UGgMmax — Patrz wykresy ma rys.
251 26

—UGEmax — Datrz wykresy na rys.
251 26

—UEBMmax 6V
"_ICMmax =10 mA
—Icmax 5 mA
IEMmax =10 mA
IEmax = 5 mA
Pp.x — patrz wykresy ma rys. 26 i 27
Limax = 65°C
R, = 0,6°C/mW
t, = —40°C =+ +65°C

Wartosci pozostalych parametréw
charakteryzujacych tranzystory
TG10, TG20 sa na 0go6l rézne. Ze-
stawiono je w tablicy 1.

Przecietne charakterystyki- dila
tranzystoréw . obu typéw — przed-
stawiajg rysunki 22--38.

TRANZYSTORY SREDNIEJ MOCY,
MALEJ CZESTOTLIWOSCI
TG50---TG53

Do tej grupy tranzystoréw zalicza
sie trzy typy: TG50, TG52 i TGS3.
Tranzystory TG50 i TG53 sg za-
sadniczo przeznaczone do pracy w
ukladach wazmacniajgcych $redniej

Rys. 12, Charakterystyki I(,
i UBE=f(IR) przy U = const
malych wartosei IR.

= f(IR)
— dla
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Rys. 10. Charakterystyki statyczne TG4
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~lpluf 200 100 0 TABLICA 1
Warto$§¢é
Parametr Jedn., Warunki pomiaru
“Upe=2V » . TG10 ] TG20
tg=25°C //’/
Pay a1 -Icgo pA <15 <15 —Ugg =6V
R y/4 -Icgpo pA <600 | <800 —Ucg =6V
il J—== ———// //'— Teso pA e <30 —Ugg =6V
// /’, a2 fa MHz >3 > }—UC =,6 v
L — 1T Bgse — | >20 | >20 f=1kHz{ ; 05 ma
-1 = P Q <200 | <250 ~-Ugg=6V,— Iz =1mA
L=~ : f =05 MHz
Bl e mA/V | >I13 i |
/e11e kQ 0,5-35| >03
1/g12e kQ =5 >15
o | 1ese kQ >25 >5 —Ugg =6V, Ic =05mA
Ciie pF <1000 | <400 f =05 MHz dla TGI10
e | Crze PF <15 <15 f=2MHz dla TG20
W | Caue PF <40 <40
Rys, 13. Rozrzut charakterystyki Up, = Iimax °c 65 65
= f(fB) przy U, = const Rt oC /mW 0,6 06 ||
X
TABLICA 2
logoprzy t=param. . Wartoséé . .
X:%T Pacamets | dedn, |\ | Tesz |_ Tess R
100 _522:::?" :; patrz wy11<resy na rys. 451 46
—Ugpmax | V 10 10 10
= —Iopmax | MA | 250 250 250
V4 ~Icmax mA | 125 125 150
A P ax mA 'patrz wykresy na rys. 46 i 47
/ by °c 75 75 75
0 7 R, oC/nW 0,3 0,3 0,33
// pA | <20 <20 <20 —Ueg =12V
/ Toun pA <400 <600  [<400 —Ucp =6V
Vi 8 — | 30—120] — — | —Ug=6V,—I;=10mA
/ 8, — | >20 — — | —Ugg=1V,—Ig=125mA
f B — — | >15 >15 | —Ugg=07V,—I,=250mA
1 fu kHz | 300 300 300 —Ucg =6V, Ic=10mA
a 60 80 G[°] Uogs Vv | <04 | <04 | <04 |—Ic=125mA
Rys. 14. Zalezno$é pradu zerowego ko-
lektora od temperatury zlacza la = — 40°C = - 50°C
¥ | 5 I Tm]
= Lo 212y ~Uge=para ) ) i .
Te pray (Upe=2V) | mocy (wzmacniacze m. ¢z, stopnie Przecietne charakterystyki dla
0 ! konicowe). Tranzystory te sa dobie- tranzystoréw TG50, TG52 i TG33
‘/c=3”i;4 rane parami, aby je mozna bylo sa przedstawione na rys. 40--47.
5+ =237 stosowa¢ w ukladach przeciwsob- Radioamatorom poleca sie¢ stoso-
’ I nych. Tranzystory TG52 sa prze- wanie do wzmacniaczy tranzystorow
i & znacz.cme do pracy w ukla}dach P'I‘Z_e' TG53, dla ktérych dopuszczalna moc
: 2 AN laczajacych A przetx_;vognncach, Cfef strat jest wieksza, niz w przypadku
- \Q:\ zar wszystkich wymienionych wyzej tranzystoréw TG50, TG52, a cena
i N hyte tranzystoréw nie przekracza 1,8 8, ... mie nizsza.
bt - —“ﬁ a ich obudowa jest jednakowa, przy
o Fhae I - czym jedna z elektrod — baza jest
47— 8alwanicznie polaczona 2z obudowa. TRANZYSTORY DUZEJ MOCY,
B S Glowne wymiary tranzystoréw MALEJ CZESTOTLIWOSCI
_ TG50 — TG53 sa podane na rys. 39. TG70
Dane typowe tych tranzystoréw ze-
0% stawiono w tablicy 2. Tranzystory TG70 sg przeznaczone
do pracy we wazmacniaczach mocy
P Rys. 15. Zaletno&é parametréw h_ od (stopnie koficowe w odbiornikach B
. 05 7 7 ST napiecia Kkolektora mochodowych) oraz w przetworni-




TABLICA 3

& T
|¢| |=/7e pgy_? =ZM/‘ZZZ L ‘g;’ Y] Parametr Jedn. Wartosé Warunki pomiaru
: TLL-f =
0 : A
V=2V // - UCEMmax v -
5 =25 v - Ucgmax v patrz wykresy na rys. 51 i 52
Z -U A% 10
/ EBmax
V.
/ t= ICMmax A 3
2 F - = Iemax A 1,5
g2l B TgMmax A 33
7 ] —_————“—’—l'h P~ ' IEmaX A- 1,6
N — 126 =
- IgMmax A 0,6
5t ) w patrz wykresy na rys. 52 i 53
\\\ tjmax °C 75
N - ICBO }LA < 100 = UCB = 14 V
07 \\/fi, -Icpo mA < 25 -Ucg= 14V
r\\ - Igpo RA < 50 ~Ugg= TV
ot N ) - Ucgo \% < 08 -1 = 3A
) e = ~ B
U,j 7 Z 5 0 [[) /4] Bl — 16_90 UCE f— 7 v, - ]C — 0,3 A
Rys. 16. Zaleznosé parametréw h_od 32 - > 68 - UCE = .1V _IC =34
pradu kolektora i So kHz 100 “Ueg= 7V, -lc=03A
| 1, = — 40°C =+ -+ 75°C
7 i l
I
~l,=0mA 7
t~25% 4] ~
\~~
5 = AN
) 0
3
&
/ &
bsolt]|10 = "5
0 g3 1 Uepl ¥ E
25 =
X lego 0 |
= (A a 1 0 )]

Pmax

Rys. 17. Charakterystyka diody emiterowej
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RyS$. 19. Zalezno§é maksymalnej mocy strat od tempe-

ratury otoczenia

Rys. 18. Zalezno$¢ maksymalnych napieé¢ kolektora od
opornosci zewnetrznej miedzy emiterem a baza
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.Rys. 20. Zaleznd$¢ maksymalnej mecy strat od maksy-
malnego napi¢cia kolektora




cach. S3 one dobierane parami-do

ukladéw przeciwsobnych. Cigzar 7620 A = TEI-TEZ0
tych tranzystoré6w wynosi max 20 g. =[5 i i :
Kolektor tranzystoréw TG70 jest [mA] X A<l fggpgr;z/g ?l=2
polaczony z obudows. Gléwne wy- 5__/,\@/ 60775 Y
miary sg podane na rys. 48. P / N
Dane typowe tych tranzystoréw 7 J Ve "
zestawiono w tablicy 3, a przeciet- 917 P 0 100
ne charakterystyki przedstawiono — =40 —
na rys. 49 +53. 2 il P
|20 /
NAJBARDZIEJ ZBLIZONE ———— ,/
ODPOWIEDNIKI TRANZYSTOROW 7] 5 i ‘Uc[[V] /
FIRM ZAGRANICZNYCH — 0 /
a7 — L= 10uA— 4
Sg one zestawione w tablicy 4. J—Zb /I
" 0] | 7
0z =260, A
TABLICA 4 - 0| /
- =Uye /
Najblizszy o;lpowiedmk [V] ‘ /
Zagraniczny -
. : i D i 80 GIL]
f-my ,.Tewa* f-my f-my Rys. 23. Charakterystyki statyczne tran- Rys. 24. Zalezno$é pradu zerowego kolek-
Philips Telefunken

TG2, TG4| OCT70 | OC602
TG5, TG6| OCT71 | OC603

TG 10 0OC 45 0OC 612

TG 20 OC 44 0OC 613

TG 50 oC 172 —

TG 52 oC 76 —_

TG 53 . e

TG 55 %) CC 174 | OD 602 spec.
TG 60 %) OC 30 —

TG 70 0OC 16 OD 603

*) Tranzystory w opracowaniu. W opra-
cowaniu znajduje sie fotodioda FG2, kt6-
rej najblizszym odpowiednikiem =zagra-
nicznym jest fotodioda OAPI12 firmy
Philips.
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Rys. 21. Gléwne wymiary tranzystoré6w
TG10 i TG20
7610
_/C
(md] QQ\)P‘
A T
i . dlR\s A
=
c. 1208 n
Ri - ;/ /80}1A
N o
N A
______———120#51j
~lp lA] 100 0 9 7]0 Ui V]
l
[Z/i gl =20f/]
, A0uA—
o == A
chE( 0z 0
%FEDZ’ 01
pl || |

"Uc:maxa [V]

~Uren max 7,

zystora TG20

tora tranzystoré6w TG10 i TG20 od temse
peratury zlacza

N

1610, 1620

10 N
N
\\
\\\..
5]
0
7 ] 00 R [HSI]
Rys. 25. Zalezno$¢ maksymalnego napiecia kolektora
tranzystor6w TG10 i TG20 od oporno$ci miedzy
baza a emiterem
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Rys. 26. Zalezmes¢ maksymalnego napiecia Kkolektora
tranzysteréw TG10 i TG20 od mocy strat

Rys. 22. Charakterystyki statyezme tranzystora TG10
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RyS. 27. Zalezno$é maksymalnej mocy strat tranzysto-
réow TG10 i TG20 od temperatury otoczenia
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Rys. 29. Zalezno$é parametru l/g11e tranzystora TG10 ol
czestotliwosci
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Rys. 31. ZaleznoS¢ parametru l/gm‘ tranzystora TG10 od
czestotliwosci
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Rys. 33. Zalezno$¢ parametru 1/g9<2e tranzystora TG10 od
czestotliwosci

Yase : 510,620
; -13 =05mA
bl ~Upp=6V
20 {, 0—25 C'
~\\~ 77
1 =<2
N~ [ ~

7 T2 \\ i
8 |
4 N

0 il
0z ] 1 ;s 5 0 fF{iHz]

Rys. 28, Zalezno$é parametru Y91n tranzystoréw TGI10
i TG20 od czestotliwosci
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Rys, 30. Zaleznos¢é parametru I/g119 tranzystora TG20 od
czestotliwosei
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Rys. 32. Zalezno$S¢ parametru 1/g12e tranzystora TG20 od
czestotliwo$ci
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Rys. 34, Zaleznos¢ parametru 1/g,, tranzystora TG20 od

czestotliwosci
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Bys. 41. Charakterystyki statyczne trans
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Rys. 44. Zalezno$é wspélczynnika wzmoce-
nienia pradowego tranzystora TG530 od
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Rys. 45. Zalezno$é¢ maksymalnego napiecia kolektora
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Rys. 48. Glé6wne wymiary tranzystora
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